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Väitöskirjan nimi Atomic/molecular layer deposited crystalline metal-organic thin films based on low-

valent metals 

Väitöskirjan sisältö Kiteiset metalliorgaaniset materiaalit tarjoavat lupaavia ratkaisuja erilaisiin 
sovelluksiin, kuten antureiden, energian varastoinnin ja kaasujen talteenoton 
tarpeisiin. Metalliorgaanisten materiaalien koko potentiaalin hyödyntäminen 
teollisessa mittakaavassa edellyttää kuitenkin tutkimuksia monimutkaisemmista 
ohutkalvomateriaaleista. Hyvä uutinen on, että 
atomi/molekyylikerroskasvatusmenetelmä (atomic/molecular layer deposition, 
ALD/MLD) tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa metalliorgaanisia ohutkalvoja 
kaasufaasitekniikalla. ALD/MLD-menetelmän avulla on mahdollista valmistaa 
suoraan kaasumaisista lähtöaineista erilaisia kiteisiä metalliorgaanisia materiaaleja, 
ja jopa sellaisia, joita ei välttämättä voida valmistaa perinteisillä 
nestefaasitekniikoilla liuotinmolekyylien vuorovaikutusten takia. 
 
Tämä tutkimus antaa suuntaviivoja tekijöistä, jotka vaikuttavat ohutkalvon 
kiteytymiseen. Kiteisyyden hyötyjä, kuten siitä seuraavaa materiaalin huokoisuutta 
tai vierasmatriisirakenteiden mahdollisuutta isännöidä interkaloituneita ioneja ja 
molekyylejä, käsiteltiin tutkimuksessa. 
 
Väitöskirjatyössä tutkittiin 19 erilaista alhaisen hapetusluvun metalleihin ja 
orgaanisiin aromaattisiin molekyyleihin perustuvaa ALD/MLD-prosessia. Osalla 
materiaaleista havaittiin olevan lupaavia ominaisuuksia, kuten kupari-
bentseenidikarboksylaattiin perustuvien ohutkalvojen huokoisuus ja litiumiin 
perustuvien ohutkalvojen sähkökemialliset ominaisuudet. Koska metalliorgaanisten 
ohutkalvojen tutkimus on vasta alussa, ALD/MLD-menetelmä tarjoaa runsaasti 
mahdollisuuksia uusien toiminnallisten ohutkalvojen kehittämiseen yhdistelemällä 
eri lähtöaineita.  
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